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ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない
場合があります。製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文デー
タシートをご確認ください。
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DS42MB100
送信プリエンファシス /受信イコライジング内蔵
4.25Gbps 2:1/1:2 CMLマルチプレクサ /バッファ

概要

DS42MB100は、バックプレーンの冗長ポートまたはケーブル駆動
アプリケーションなどの用途向けに開発された、信号調整機能を
持つ 2:1マルチプレクサ /1:2ファンアウト・バッファです。信号調
整機能には、入力のイコライズ機能とプログラマブルな出力プリエ
ンファシス機能があり、最大 4.25Gbpsの FR4バックプレーンでの
データ通信を可能とします。各入力段には、基板配線による ISI
歪みを低減する固定イコライザを搭載しています。

また、すべての出力ドライバは、4 段階の選択が可能なプリエン
ファシス機能を備えており、長い FR4 バックプレーンまたはケーブ
ル減衰による伝送損失を補償し、ディタミニスティック・ジッタ ( 確
定的ジッタ)を低減します。プリエンファシス・レベルはライン側お
よびスイッチ側ドライバのそれぞれで独立に制御できます。スイッ
チ側入力からスイッチ側出力には内部ループバック・パスがあり、
システムのAt-Speedテストを行うことができます。レシーバ入力は、
いずれもチップ内で 100Ωの差動終端抵抗により終端されていま
す。ドライバ出力は、いずれもチップ内で 50Ωの終端抵抗により
VCCに終端されています。

特長

■ 2:1マルチプレクサおよび 1:2バッファ

■ 0.25 ～ 4.25Gbpsの完全差動データ・パス 

■ 固定入力イコライズ機能

■ プログラマブルな出力プリエンファシス

■ プリエンファシス独立制御

■ プログラマブルなループバック・モード

■ オンチップ終端

■ ESD耐圧 人体モデル 6kV

■ ＋ 3.3V電源

■ リードレス LLP-36パッケージ

■ 動作温度範囲－ 40℃～＋ 85℃

アプリケーション

■ バックプレーン・ドライバまたはケーブル・ドライバ

■ 冗長性および信号調整アプリケーション

■ CPRI/OBSAI

機能ブロック図
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簡略ブロック図
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ピン説明

Note: I＝入力、O＝出力、P＝電源

ピン名 ピン番号 入出力 説明

ライン側高速差動入出力

IN＋
IN－

30
31

I ライン側の反転および非反転差動入力。 IN＋および IN－は、50Ωのチップ内抵抗を介して
内部基準電圧に接続されています。Figure 6を参照してください。

OUT＋
OUT－

30
31

O ライン側の反転および非反転差動出力。OUT＋および OUT－は、50Ωのチップ内抵抗を介
してVCCに接続されています。

スイッチ側高速差動入出力

OUT0＋
OUT0－

3
4

O スイッチ側の反転および非反転差動出力。OUT0＋および OUT0－は、50Ωのチップ内抵抗
を介してVCCに接続されています。

OUT1＋
OUT1－

22
21

O スイッチ側の反転および非反転差動出力。OUT1＋および OUT1－は、50Ωのチップ内抵抗
を介してVCCに接続されています。

IN0＋
IN0－

6
7

I スイッチ側のマルチプレクサへの反転および非反転差動入力。 IN0＋および IN0－は、50Ω
のチップ内抵抗を介して内部基準電圧に接続されています。Figure 6を参照してください。

IN1＋
IN1－

25
24

I スイッチ側のマルチプレクサへの反転および非反転差動入力。 IN1＋および IN1－は、50Ω
のチップ内抵抗を介して内部基準電圧に接続されています。Figure 6を参照してください。

制御 (3.3V LVCMOS)

MUX 19 I MUXにロジックLowを与えると、IN1±を選択します。MUXは内部でプルアップされます。
MUXのデフォルト状態は、IN0±です。

EQL 11 ロジックLowはライン側の入力イコライザを有効にします。EQLは内部でプルアップされます。
デフォルトでは EQが無効にされます。

EQS 36 I ロジックLowはスイッチ側の入力イコライザを有効にします。EQSは内部でプルアップされま
す。デフォルトでは EQが無効にされます。

DEL_0
DEL_1

18
27

I DEL_0および DEL_1はライン側ドライバの出力プリエンファシス (OUT± )を選択します。
DEL_0および DEL_1は内部でプルアップされます。

DES_0
DES_1

10
1

I DES_0および DES_1はスイッチ側ドライバの出力プリエンファシス (OUT0±、OUT1± )を選
択します。
DES_0および DES_1は内部でプルアップされます。

LB0 28 I LB0にロジックLowを与えると、IN0±からOUT0±への内部ループバック・パスが有効にな
ります。LB0は内部でプルアップされます。

LB1 26 I LB1にロジックLowを与えると、IN1±からOUT1±への内部ループバック・パスが有効にな
ります。LB1は内部でプルアップされます。

RSV 17 I 工場内検査用の予約済みピンです。このピンの処理方法は、開放、GNDへの接続、外部
プルダウン抵抗を介したGNDへの接続のいずれでも構いません。

電源

VCC 5, 13, 15, 23, 32 P VCC＝ 3.3V± 5％。
各 VCCピンは、低インダクタンスの配線経路により基板の VCC層に接続するようにします。通
常は、VCCピンをハンダ付けするパッドにできる限り近いビアを介して接続します。
各 VCCピンからグラウンド層に対して、0.01μFまたは 0.1μFの、X7R、サイズ -0402のバイパ
ス・コンデンサを接続することを推奨します。

GND 2, 8, 9, 12, 14, 16, 
20, 29, 35

P グラウンド・リファレンス電圧。各グラウンド・ピンは、低インダクタンスの配線経路によって基板
のグラウンド層に接続するようにします。通常はGNDピンをハンダ付けするパッドにできる限り
近いビアを介して接続します。

GND DAP P DAPは、LLPパッケージの中央底面にある、金属の接触面です。グラウンド・インピーダンス
を低減し、パッケージの熱性能を良くするために、16個以上のビアでグラウンド層に接続してく
ださい。
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機能説明

DS42MB100 は、最大 4.25Gbps のポート冗長をサポートするた
めに開発された、信号調整機能を持つ、2:1マルチプレクサ /1:2
バッファです。各入力段には固定イコライザを搭載しており、短い
バックプレーン配線 (約 10インチ /25.4cmのバックプレーン )によ
る伝送損失 5dBを補償するイコライズ機能を提供します。出力ド
ライバは、このチップが駆動するバックプレーンの伝送損失を補償
する、プリエンファシス (ドライバ側イコライズ ) 機能を備えていま
す。ドライバは、低周波数のパルスと高周波数のパルスが、バッ
クプレーンの終端でほぼ同じ振幅になるように、出力信号を調整
します。これにより、振幅の差異によって生じるディタミニスティッ

ク・ジッタ(確定的ジッタ)を最小限に抑えます。DS42MB100で
は、さまざまな長さのバックプレーンに対応するために、0、－ 3、
－ 6、－ 9dBの 4 段階のプリエンファシス・レベルのいずれかを
ユーザーが選択できます。Figure 1 にドライバのプリエンファシス
波形を示しています。プリエンファシス時間の公称値は、
4.25Gbpsの場合ビット幅 0.8に相当する188psです。スイッチ側
およびライン側のプリエンファシス・レベルは個別にプログラムでき
ます。

高速入力は約 1.3Vに自己バイアスされ、AC結合に対応した設
計がなされています。入力は、LVDS、LVPECL、CML など、
ほとんどの AC結合差動信号と互換性があります。

TABLE 1.   Logic Table For Multiplex Controls 

TABLE 2.   Logic Table For Loopback Controls 

TABLE 3.   Line-Side Pre-Emphasis Controls

TABLE 4.   Switch-Side Pre-Emphasis Controls

TABLE 5.  EQ Controls for the Line Switch Sides

MUX マルチプレクス機能

0 MUXはスイッチ入力、IN1±を選択します。

1 (デフォルト) MUXはスイッチ入力、IN0±を選択します。

LB0 ループバック機能

0 IN0±からOUT0±へのループバックを有効にします。

1 (デフォルト) 通常モードです。ループバック機能は無効になります。

LB1 ループバック機能

0 IN1±からOUT1±へのループバックを有効にします。

1 (デフォルト) 通常モードです。ループバック機能は無効になります。
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機能説明 (つづき)

FIGURE 1.   Driver Pre-Emphasis Differential Waveform (Showing All 4 Pre-Emphasis Steps) 

ピン配置図

 Order number DS42MB100TSQ
See NS Package Number SQA36A
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絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。

関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

推奨動作条件

電気的特性

特記のない限り、推奨動作条件の電源電圧と動作周囲温度を対象。

電源電圧 (VCC) － 0.3V～ 4V

CMOS/TTL入力電圧 － 0.3V～ (VCC＋ 0.3V)

CML入出力電圧 － 0.3V～ (VCC＋ 0.3V)

接合部温度 ＋ 150℃

保存温度範囲 － 65℃～＋ 150℃

リード温度
(ハンダ付け 4秒 ) ＋ 260℃

熱抵抗θJA (Note 8) 26.2℃ /W

熱抵抗θJC 3.3℃ /W

熱抵抗ΦJB 11.1℃ /W

ESD耐圧 (Note 10)
人体モデル、1.5kΩ, 100pF
CDM
MM

6kV
1.25kV

350V

最小値 代表値 最大値 単位

電源電圧
(VCC-GND)

3.135 3.3 3.465 V

電源ノイズ振幅
10Hz～ 2GHｚ

100 mVPP

周囲温度 － 40 85 ℃

ケース温度 100 ℃
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電気的特性 (つづき)

特記のない限り、推奨動作条件の電源電圧と動作周囲温度を対象。

Note 1: 「絶対最大定格」とは、この値を超えるとデバイスの安全を保証できない制限値を意味します。また、「絶対最大定格」の上限または下限でデバイスを
動作させるべきであることを示しているわけではありません。

Note 2: 代表値はVCC＝ 3.3V、TA＝ 25℃で測定されており、製品の特性を評価した時点における最も可能性のあるパラメータの基準値を表しています。代表
的仕様は保証値ではありません。



8www.national.com/jpn/

D
S

42
M

B
10

0

Note 3: IN＋および IN－は、DS42MB100が持つ多数の相補入力対の 1つを表す一般名です。OUT＋および OUT－は、DS42MB100が持つ多数の相補
出力対の 1つを表す一般名です。差動入力電圧 VIDは |IN＋－ IN－ |として定義されています。差動出力電圧 VODは |OUT＋－OUT－ |として定
義されています。

Note 4: K28.7パターンとは、10ビットのK28.7コード・グループ｛001111 1000｝を繰り返すパターンです。
K28.5パターンとは、20ビットの＋K28.5および－K28.5コード・グループ｛110000 0101 001111 1010｝を繰り返すパターンです。

Note 5: デバイス出力ランダム・ジッタとは、デバイスに起因するランダム・ジッタの測定値です。値は、式 sqrt(RJOUT
2－RJIN

2)で計算されます。ここで、RJOUT
はデバイス出力に対して測定した総ランダム・ジッタ (psrms)、RJINはデバイスを駆動するパターン・ジェネレータのランダム・ジッタです。

Note 6: デバイス出力ディタミニスティック・ジッタとは、デバイスに起因するディタミニスティック・ジッタの測定値です。値は、式 (DJOUT－DJIN)で計算されます。
ここで、DJOUTはデバイス出力に対して測定したピーク・ツー・ピークの総ディタミニスティック・ジッタ (pspp)、DJINはデバイスを駆動するパターン・ジェネ
レータのピーク・ツー・ピークのディタミニスティック・ジッタです。

Note 7: tSKOは、データ・パス間の伝搬遅延時間の差を表しています。例えば、IN0±からOUT±までのデータ・パスと IN1±からOUT±までのデータ・パス
の間の出力スキューがあります。もう1つの例として、IN±からOUT0±までのデータ・パスとIN±からOUT1±までのデータ・パスの間の出力スキュー
もあります。また、tSKOは、同一ポートのループバック・パス間、および同様のデータ・パス間の遅延スキューも参照します。例えば、IN0±から
OUT0±までのデータ・パスと IN1±からOUT1±までのデータ・パスの間の出力スキューなどがあります。

Note 8: 熱抵抗は、エアフローなしでDAPパッドに 16個の熱スルーホールがある条件を基準としています。

Note 9: このパラメータは設計と特性評価によって保証されています。このパラメータは量産時に試験されていません。

Note 10: ESD試験は次の規格に準拠しています。

人体モデル適用規格 : MIL-STD-883、メソッド 3015.7
マシン・モデル適用規格 : JESD22-A115-A (JEDECの ESD MM規格 )
電場誘起帯電試験モデル : 適用規格 JESD22-C101-C (JEDECの ESD FICDM規格 )

タイミング図

FIGURE 2.   Driver Output Transition Time

FIGURE 3.   Propagation Delay From Input To Output
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タイミング図 (つづき)

FIGURE 4.   Test Condition For Output Pre-Emphasis Duration

FIGURE 5.   AC Test Circuit

FIGURE 6.   Receiver Input Termination and Bias Circuit
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アプリケーション情報

FIGURE 7.   Application Diagram
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アプリケーション情報 (つづき)

FIGURE 8.   Network Switch System With Redundancy
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外形寸法図 単位はmillimeters

LLP-36 Package
Order Number DS42MB100TSQ
NS Package Number SQA36A
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生命維持装置への使用について
ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL
COUNSEL)の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは
認められていません。
ここで、生命維持装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b)生命を維持あるいは
支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与
えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社
本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 /英語）はホームページより入手可能です。 www.national.com/jpn/

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社
は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告な
く変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、
またはその他を問わず、付与するものではありません。
試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が
課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナ
ル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品
を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用ま
たは供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。
それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社
は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売か使用、またはその両方に関連する特定目
的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表
明または黙示的保証も行いません。

National Semiconductorとナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランド
や製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。
Copyright © 2009 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。
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